TELEFUNKEN [oaze5.126n8]

Silizium-Diode

Lenerdiode zur Erzeugung stabilisierter Bezugsspannungen

MeBwerte
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Durchbruchs- Differentieller
spannung Durchbruchswiderstand
Type Uz [V] Rzaint [Q]
Iz =3mA Iz =1mA 3mA 10 mA

OA 126/5 44..56 600 105 < 130 15,5
OA 126/6 54..66 300 60 < 110 10,5
OA 1267 64..7,6 50 92 <25 1,4
OA 126/8 74..86 7 35 <7 1,6
OA 126/9 84..96 14 65 < M 2,8
OA 126/10 94..106 22 10 <25 43
OA 126/11 10,4..11,6 3 15 < 40 64
OA 126/12 11,4..126 45 21 < 50 9
OA 126/14 12,4 ..16,1 70 32<70 13,5
OA 126/18 159 ... 20,1 110 50 < 80 21

Sperrstrom QA 126/5...6 —lg (—Uga =1V) <0, uA

OA126/7...18 —lg (=Ua=1V) <001 nA
Thermischer Widerstand Rtherm: < 05 °C/mW
Grenzwerte
Verlustleistung P4 250 mwW

bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t 175 °C

max. Abmessungen

E7J 267
-t

Gewicht: mox. 03 g
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TELEFUNKEN

Silizium-Diode

Kleinfiéichendiode mit kleiner Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung Ud (la = 50 mA) 084 < 1,1V

Durchbruchsspannung —Uq") > 19V

Sperrstrom —ld (—Ua =10V} 1 <100 nA

Sperrstrom —l4g (—Ugq =18YV) 25 < 500 nA

Thermischer Widerstand Rtherm <05 °C/mW

') Die Durchbruchsspanaung wird bei dem Sperrstrom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung
von 1000 V iber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Grenzwerte

Verlustleistung Pd 250 mW
bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t 175 oG

Sperrschichtkapazitat
bei —Ug =10V Ci 15 pF

max. Abmessungen

E7J 26 @
=T

Gewicht: max. 0,3 g
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TELEFUNKEN

Silizium-Diode

Kleinflichendiode mit kleiner Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung Ug (lg = 50 mA) 084 < 11 V

Durchbruchsspannung —Uq") > 35V

Sperrstrom —lg (—Ua=10V) 1 <100 nA

Sperrstrom —lg (—Ugq=30V) 3 <50 nA

Thermischer Widerstand Riherm < 05 °C/mW

') Die Durchbruchsspannung wird bei dem Sperrstrom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung
von 1000 V iber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Grenzwerte

Verlustleistung Pg 250 mW
bei 'umb = 45 °C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t; 175 oc

perrschichtkapazitat
bei —Ug =10V ¢j 10 pF

max. Abmessungen

7
! } 26°
Ry

Gewicht: max. 0,3 g

AN



TELEFUNKEN

Silizium-Diode

Kleinfldchendiode mit mittlerer Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung Ud (ld = 50 mA) 084 < 11 VvV

Durchbruchsspannung —Uq") > 75V

Spertstirom —lg (=Ug=10V) 2<100 nA

Sperrstrom —lg (—=Ugq=65YV) 6 < 500 nA

Thermischer Widerstand Rtherm < 05 °C/mW

') Die Durchbruchsspannung wird bei dem Sperrstrom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung
von 1000 V ber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Grenzwerte

Verlustleistung Pqg 250 mwW
bei tomp = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t; 175 oC

Sperrschichtkapazitét
bei —Ugq =10V cj 10 pF

max. Abmessungen

E7J 26°
B

Gewicht: max. 0,3 g

A
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TELEFUNKEN [oA130]

Silizium-Diode

Kleinflichendiode mit mittlerer Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung Ud (ld = 50 mA) 084 < 11V

Durchbruchsspannung —Uq) >13 Vv

Sperrstrom —lg (—Uga= 10V) 4 <100 nA

Sperrstrom —lg (—Ud=120V) 15 < 500 nA

Thermischer Widerstand Riherm < 05 °C/mW

') Die Durchbruchsspannung wird bei dem Sperrstrom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung
von 1000 V ber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Grenzwerte

Verlustleistung P4 250
bei tamb = 45 OC
und Betrieb in ruhender Luft

mW

Sperrschichttemperatur t; 175 °C

Sperrschichtkapazitdt

bei —Ug =10V <j 5 pF

max. Abmessungen

';7] 269
-

Gewicht: max. 0,3 g
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TELEFUNKEN

Silizium-Diode

Kleinflichendiode mit hoher Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung U4 (ld = 50 mA) 084 < 11 V

Durchbruchsspannung —Uq") > 230 V

Sperrstrom —lg (~Ua= 10V} 6 < 500 nA

Sperrstrom —lg (—Ud = 200V) 40 <1000 nA

Thermischer Widerstand Rtherm < 05 °C/mW

1) Die Durchbruchsspannung wird bei dem Sperrsirom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung

von 1000 V Gber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Grenzwerte

Verlustleistung P4 250
bei tqmb = 45 OC
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur tj 175

sperrschichtkapazitdt
bei —Ug =10V < 5

max. Abmessungen

Gewicht: max. 0,3 g

oc

mW
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TELEFUNKEN

Silizium-Diode

Kleinfichendiode mit hoher Durchbruchsspannung
MeBwerte

bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C

Durchlaf3spannung Ud (ld = 50 mA) 084 < 11 Vv

Durchbruchsspannung —Uq") >320 V

Sperrstrom —lg (—Ua= 10V) 8 < 750 nA

Sperrstrom —lg (—Udq =280V) 50 <1500 nA

Thermischer Widerstand Riherm < 05 °C/mW

1) Die Durchbruchsspannung wird bei dem Sperrstrom gemessen, der sich einstellt, wenn eine Spannung
von 1000 V Gber einen Widerstand von 10 MQ an die Diode gelegt wird.

Srenzwerte

Verlustleistung P4 250 mW
bei fgmb = 45 °C
und Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur t 175 oC

Sperrschichtkapazitét
bei - Ug =10V G 5 pF

max. Abmessungen

E7J 269
R

Gewicht: max. 0,3 g
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TELEFUNKEN

Germanium-Diode
Universaldiode fiir mittlere Sperrspannung und mittleren DurchlaBstrom
MeBwerte
bei Umgebungstemperatur tamb = 25°C
Durchlaf3strom lg (Ua= 1V) > 4 mA
Sperrstrom —lg {(—Ud = 10V) < 25 uA
Sperrstrom —lg (—Uqa =60V) 40 <150 uA
Grenzwerte
bei Umgebungstemperatur tamb 25 60 °C
Sperrspannung —-U4 100 90 V'
Spitzensperrspannung —Udsp 110 100 \"
Stoflspannung —Udstoss ') 120 110 \"
Richtstrom Iricht 20 20 mA
Durchlaf3spitzenstrom ldsp?) 75 75 mA
Durchlaf3stromstofd ldstoss V) 500 500 mA
Verlustleistung Py 100 mW
bei tamb = 45°C
und Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur t max +100 °C
tj min - 50 °C
1) Daver < 1s, Abstand von StoB zu Sto8 > 2 min.
%) f2>25Hz.
Gehdusekapazitét Cak 0,5 pF

max. Abmessungen

68
rﬁj 379

—

Gewicht: max. 0,5 g
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